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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月18日(2012.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の非極性発光セルを有する発光ダイオードの製造方法であって、
　上部表面がｃ面に対して一定の交差角をなす非極性または半極性の結晶面を有するＧａ
Ｎ基板を用意し、
　前記基板上に窒化物半導体層を成長させ、
　前記窒化物半導体層をパターニングし、互いに分離された発光セルを形成し、前記発光
セル間の分離領域の下方から前記基板を部分的に除去してリセス領域を形成し、
　前記リセス領域を充填する絶縁層を形成し、
　前記絶縁層を露出させるように、前記基板を少なくとも部分的に除去する発光ダイオー
ドの製造方法であって、
　前記窒化物半導体層は、第１の導電型半導体層、活性層、第２の導電型半導体層を有す
ることを特徴とする発光ダイオードの製造方法。
【請求項２】
　前記基板を少なくとも部分的に除去した後、前記絶縁層間に露出した前記基板または前
記窒化物半導体層の表面に粗面を形成することを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオ
ードの製造方法。
【請求項３】
　前記発光セルは、
　それぞれ、第１の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層の一部領域上に配置される第２の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層と第２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、を有
することを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項４】
　前記基板を除去する前に、前記発光セルを電気的に接続する配線を形成することを特徴
とする請求項３に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項５】
　前記配線を形成する前に、前記発光セル上に反射層を形成することを特徴とする請求項
４に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項６】
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　前記ＧａＮ基板を除去する前に、
　前記配線を覆う層間絶縁層を形成し、
　前記層間絶縁層上に第２の基板をボンディングすることを特徴とする請求項４に記載の
発光ダイオードの製造方法。
【請求項７】
　前記配線を形成する前に、前記発光セルの側面を覆う側面絶縁層を形成することを特徴
とする請求項４に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項８】
　前記リセス領域を充填する絶縁層は、前記発光セルを覆い、前記第１の導電型半導体層
の他の領域及び前記第２の導電型半導体層の上部に開口部を有し、
　前記基板を除去する前に、
　前記絶縁層の開口部を通じて、隣り合う発光セルを電気的に接続するボンディングメタ
ルを形成し、
　前記ボンディングメタルに第２の基板をボンディングすることを特徴とする請求項３に
記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項９】
　前記ボンディングメタルを形成する前に、前記第２の導電型半導体層上に反射層を形成
することを特徴とする請求項８に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１０】
　前記発光セルは、
　それぞれ、第１の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層上に配置される第２の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層と第２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、を有
することを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１１】
　前記基板を除去する前に、
　前記発光セルの第１の導電型半導体層に電気的に接続された電極を形成し、前記電極は
、それぞれ、前記リセス領域を充填する絶縁層上に延びたことを特徴とする請求項１０に
記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１２】
　前記電極を形成する際に、
　前記第２の導電型半導体層上に反射層を形成し、
　前記反射層を覆い、前記絶縁層上に延びる保護金属層を形成することを特徴とする請求
項１１に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１３】
　前記基板を除去する前に、
　前記電極を覆う層間絶縁層を形成し、
　前記層間絶縁層に第２の基板をボンディングすることを特徴とする請求項１１に記載の
発光ダイオードの製造方法。
【請求項１４】
　前記基板を除去した後、
　前記リセス領域を充填する前記絶縁層をパターニングして、前記電極を露出させる開口
部を形成し、
　隣り合う発光セルを接続する配線を形成し、
　前記配線は、それぞれ、その一端部が、前記絶縁層に形成された開口部を通じて、前記
電極に電気的に接続されることを特徴とする請求項１３に記載の発光ダイオードの製造方
法。
【請求項１５】
　複数の非極性発光セルを有する発光素子において、
　基板と、
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　前記基板の上部に互いに離隔して形成され、それぞれ第１の導電型上部半導体層、活性
層、及び第２の導電型下部半導体層を有する複数の非極性または半極性の発光セルと、
　前記発光セルの前記第１の導電型上部半導体層を覆うＧａＮ系物質層と、
　前記ＧａＮ系物質層間の空間を充填する絶縁層と、
　前記発光セルと前記絶縁層の下方で前記発光セルを電気的に接続する配線と、
　前記配線を覆い、前記基板と発光セルとの間に介在された層間絶縁層と、
　を備えることを特徴とする発光素子。
【請求項１６】
　前記ＧａＮ系物質層は、ＧａＮ成長基板の残余部分またはバッファ層であることを特徴
とする請求項１５に記載の発光素子。
【請求項１７】
　前記ＧａＮ系物質層は、それぞれその表面に粗面を有することを特徴とする請求項１５
に記載の発光素子。
【請求項１８】
　前記層間絶縁層と前記第２の導電型下部半導体層との間に介在された反射層をさらに備
えることを特徴とする請求項１５に記載の発光素子。
【請求項１９】
　前記反射層を覆う保護金属層をさらに備えることを特徴とする請求項１８に記載の発光
素子。
【請求項２０】
　前記配線は、それぞれ、一つの前記発光セルの保護金属層と、それに隣り合う前記発光
セルの第１の導電型半導体層を接続することを特徴とする請求項１９に記載の発光素子。
【請求項２１】
　複数の非極性発光セルを有する発光素子において、
　基板と、
　前記基板の上部に互いに離隔して配置され、それぞれ第１の導電型上部半導体層、活性
層、及び第２の導電型下部半導体層を有する複数の非極性発光セルと、
　前記基板と前記発光セルとの間に互いに離隔して配置され、対応する前記第２の導電型
下部半導体層にそれぞれ電気的に接続され、それぞれ隣り合う発光セル側に延びた電極と
、
　前記電極の上部から前記発光セル間の空間を充填され、前記電極を露出させる開口部を
有する絶縁層と、
　前記発光セルを電気的に接続し、それぞれ一端部は、一つの発光セルの上部半導体層に
電気的に接続され、他端部は、前記絶縁層の前記開口部を通じて、隣り合う前記発光セル
の前記下部半導体層に電気的に接続された前記電極に電気的に接続された配線と、
　を備えることを特徴とする発光素子。
【請求項２２】
　前記発光セルの前記第１の導電型上部半導体層を覆うＧａＮ系物質層をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項２１に記載の発光素子。
【請求項２３】
　前記ＧａＮ系物質層は、ＧａＮ成長基板の残余部分またはバッファ層であることを特徴
とする請求項２２に記載の発光素子。
【請求項２４】
　前記ＧａＮ系物質層は、それぞれその表面に粗面を有することを特徴とする請求項２１
に記載の発光素子。
【請求項２５】
　前記電極は、それぞれ反射層及び前記反射層を覆う保護金属層を有することを特徴とす
る請求項２１に記載の発光素子。
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